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Pesquisa

Introducao

A energia solar se destaca como uma atraente fonte de geracao de
energia renovavel. Células solares baseadas em telureto de cadmio (CdTe)
surgem como uma opcao promissora devido as suas caracteristicas fisicas,
como seu baixo valor de band gap e sua alta capacidade de conversao, onde
estudos teoricos apontam que o essas células podem converter
aproximadamente 29% da energia solar incidente em eletricidade.
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Figura 1: Representacao de uma célula solar de CdS/CdTe. Imagem elaborada pelo autor

Resultados e Discussao

Objetivos

Crescimento de filmes finos CdTe por epitaxia de paredes quentes (HWE) e
seu tratamento subsequente, feito com cloreto de cadmio (CdCl2). Para
futura aplicacao em células solares baseadas em CdTe

Material e Método

O CdTe foi crescido sobre substrato de vidro, utilizando a técnica de HWE. Em
seguida sobre o CdTe, foi depositada uma camada de CdCl, utilizando a
mesma técnica. ApoOs isso, as amostras passaram por um processo de
annealing em um forno tubular. As caracterizacdes da superficie foram feitas
utilizando um microscopio de forca atomica (AFM). As medidas elétricas
foram feitas utilizando um eletrometro.

Antes do tratamento

Depois do tratamento

Figura 1: Imagem de AFM da supertficie da amostra antes e depois do tratamento.
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Figura 2: Grafico IxV das amostras antes e depois do tratamento. Imagem

elaborada pelo autor

Conclusoes
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As analises realizadas por microscopia de forca atomica revelaram que o

tratamento com CdC|2 teve um impacto direto no tamanho ¢

0s graos das

amostras. Este efeito resultou em melhorias significativas nas

oropriedades

do CdTe, incluindo a reducao substancial de sua resisténcia elétrica,
conforme evidenciado pelas medidas realizadas. Essa reducao na resisténcia
desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de células solares

de CdTe.
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